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20. Siにおける粒子線照射欠陥

Fz-Si及 びcz-siに粒子線 (D一丁中 性子 (14HeY)､ D.､ tJe') を種 々の条 件下 で照 射

し､ 形 成 され る欠 陥 を陽電 子寿 命測･定 ､ 透 過電崩 法 を用 いて 調べ た｡

陽 電 子 寿 命測定 の結 果､ D-T中性 子 を 3×1011n/ct2照射 した場 合､ 室 温 で形 成

された主 た る欠陥 は､ 核分 裂中性子 照 射 の場合 と同様 に複 空 孔 で あ る ことが分 か

った｡ しか し､ D-T中性 子 に よ る欠 陥導入率 は核分 裂 によ る場 合 の 3倍 に達 し.た｡

これ らの複空孔 は焼 鈍実 験 によ り､ I60℃付近 で四書空 孔 に変化 し､ 漉度 変 化

か らこれ は複空孔 が移動 し､ そ れ らの 合体 によ り生 した と結 論 出来 た｡ 更 に 2 5

0℃付 近 で この四 垂空孔 は分解 し､ 他 の空孔集 合 休 に変化 す るが その挙 動 はFz-S

iとCz-Siで少 し異 な った｡

2 0keYD◆イオ ン照 射 で は電顕 概 寮 の結果､ 1X 1016ions/C¶2以下 の低照 射 圭

領 域 で は､ 室温照 射 の場 合､ 微 小 欠 陥 集 合体が観 察 され､ 高 温 照射 (300℃､

4 00℃)の場 合､ 大 き く成長 した転 位 ループが観察 され た｡ これ らの転位 ルー

プ は格 子 間原子型 で､ †1 13)面 に乗 っていた｡ また これ らの欠陥 の ステ レオ

写 真法 で決定 した深 さ分布 とTfHN3Dコ ー ドによ る計耳 結果 とを比 較す る とその深

さ分 布 が計算 の損 傷分布 に対応 して い た｡ 1X 1017ions/cTR2以上 の高 照 射 重 領

域 で もキ ャ ビテ ィは観察 され なか った が､ 極 めて 多数 の転 位 ルー ブが形成 され､

そ の鎖 域 か らの制 限視野 回 折像 を調 べ ると､ 特徴 的 な異常 回折 斑点及 び ス トリー

ク スが牧 焦 された｡ 全 て の 異常 回折 斑 点 は各逆 格 子点 か ら< 113>方 向 に延 び

る ス トリー ク スと エJ<ル ト球 との交 点 で説 明で きたので､ それ らは il 13) 面

に乗 る積 層欠 陥転 位 ルー プ に起 因 す る と結論 され た｡

2 5keYHe◆イオ ン照 射 で は､ 1× 1016ions/cT)2以 下 の低照 射 立領 域で はD●イ オ

ン照 射 と同様 な結 果 が得 られたが､ 欠 陥 はTR)N3Dによ る損 傷､ 飛程 の ピー クよ り

浅 い部 分 に生 じて いた｡ 1X 1017ions/et2以上 の高 照射 量 領 域 で は キ ャ ビテ ィ

が 形成 されたが､ そ の形 は tl l 日 面で囲 まれ 11=8面体 で あ った｡ 400℃ ま

で の高 温 照射 で は大 き く成 長 し､ そ の形 は複雑 な多面 体 に変 化 した｡ キ ャ ビテ ィ

の深 さ分布 はTRIN3Dによ るけe◆の 飛 程 に対応 して いた｡ この領 域 で も､ 異 常 斑点 は､

試 料 を晶帯 軸 よ り傾 け る と現 れ た が､ D◆イオ ン照 射 の場 合 とは異 な って いた｡ D●

とfle◆イオ ン照射 に よ る欠陥 形成 の差異 は､ これ らのSi中 の拡 散 係数 の逢 い によ る

と考 え られた｡
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